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1.- RD = 400 Ω; RS = 320 Ω; RG = ? Ω (habitualmente la elegiremos muy alta, del orden 
de MΩ); 

2.- (ID = 2mA); Av = 8.05; Zin = 320 Ω; Zout = 3.6 kΩ; 

3.- Admitiendo que nos encontramos en saturación: ID = 2.4 mA; VDS = 1.92 V; Pero 
esto nos indica que VDS < VDSsat = 2.2 V --> luego nos encontramos en la región 
gradual y no sabemos resolver exactamente.  

4.- VDS2 = 8.93 V; ID2 = 1.073 V; 

5.- Av = -9.5; Zin = 870 Ω; (ojo, la tensión VDD debe ser muy pequeñna); 

6.- VGS = -0.71 V, VDS = 11.3 V, Av = -21.13, ID = 1.5 mA; 

7.- VG = 52 V; ID = -2.25 mA; 0< VGS = 1 V<VT; VGD = 11.5 V>VT 

8.- VT’ = VT; IDSS’ = 2 x IDSS; 

9.- IDSS = 4 mA; VT = -2 V; VD1 = 0.65 V; aproximadamente  

(ID = 2.06 mA; VDS = 4.91 V;) 

10.- a) ID = 1.19 mA; VGS = -1.535 V; VDS = 9.9 V; b) ID = 0.098 mA; VGS = -2.875 V; 
VDS = 21.9 V; c) En el primer caso (mayor canal para VDS = 0 V)  

11.- ID = 4 mA; VGS = -2 V; VDS = 8 V; gm = 4 mA/V; 

12.- RD = 4k75; RS = 1k25; Av = -7.6;  

nuevo punto de trabajo: VGS = -2.22 V; VDS = 9.32 V, ID = 1.78 mA; 
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